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III-V족 반도체 소자의 Interface Passivation Layer을 위한 원자층 식각

Atomic Layer Etching of interface Passivation Layer for III-V compound semiconductor devices
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초 록: 플라즈마 건식 식각 기술은 반도체 식각공정에서 효과적으로 이용되고 있으며, 반도체 소자의 크기가 줄어듬에 따
라 미세하고 정확하게 식각 깊이를 제어할 수 있는 원자층 식각 기술이 개발되었다. 3-5족 반도체 소자의 Interface 
Passivation Layer 로 이용되는 Al2O3 와 BeO 의 원자층 식각을 하였으며, 각각의 원자층 식각 조건과 식각 후의 표면 거
칠기 변화에 대한 영향을 확인 할 수 있었다.

1. 서론

앞으로 다가올 차세대 Nano-Scale 반도체소자를 위한 미세하고 정교한 플라즈마 식각공정이 요구되고 있다. 기존 플라즈
마 반도체 식각공정에서의 Nano-Scale 소자의 식각시 물리적, 화학적 Damage가 동반되기 때문에, Nano-Scale 소자의 식각 
기술이 절실히 요구되고 있다. 이 문제를 극복 할 수 있는 원자층 식각기술을 이용하여 반도체의 Interface Passivation 
Layer 물질 식각 기술을 개별하였다.

2. 본론

본 연구에서는 플라즈마 중성빔 원자층 식각 장비를 이용하였고, ICP 타입의 안테나에 13.56MHz 의 주파수를 인가하였다. 
반도체의 Interface Passivation Layer 물질 중 Al2O3 와 BeO 샘플을 가지고 원자층 식각 조건을 확립하였다. 또한 샘플의 
표면 거칠기 분석을 통하여, 흡착가스의 노출 시간 및 압력에 따른 변화에 대한 결과를 얻을 수 있었다.

Fig. 1. Schematic of atomic layer etching

3. 결론

반도체소자의 Interface Passivation Layer로 이용되는 Al2O3 와 BeO의 원자층 식각을 통하여, Al2O3의 식각 조건 
(1.00A/Cycle)과 BeO의 식각 조건 (0.75A/Cycle)의 결과를 얻을 수 있었다. 또한 AFM 표면 분석을 통하여, 완전히 한 층이 전
부 식각되었을 때, 표면 거칠기 향상을 통하여 정확한 원자층 식각이 되었음을 알 수 있었다.
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